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【はじめに】グラフェンの無触媒 CVD による直接成長では、通常、サファイア基板が成長用基板とし

て用いられる。a 面および c 面サファイアが多く用いられるが、それらがグラフェン成長に与える影響

はほとんど検討されていない。本研究では、a 面および c 面サファイア基板上へ無触媒 CVD によるグ

ラフェンの直接成長を行い、それぞれを比較検討し、その成長温度依存性を調べたので報告する。 

【実験】グラフェン成長用基板として a 面および c 面サファイア基板を用いた。炭素原料としてはジ

エチルアセチレン (3-hexyne) を用い、窒素でバブリングすることで反応管に供給した。5 kPaの減圧下

において窒素、水素、ジエチルアセチレンの混合ガスを反応管に供給し、サファイア基板上に 120min

グラフェンを成長させた。一方、成長温度は 1100 oCから 1300 oCまでの範囲で変化させた。 

【結果と考察】図 1に Raman 測定による D/G 比の成長温度依存性を示す。成長温度 1300 oCにおいて

a 面上には D/G = 0.1と低い、結晶性の高いグラフェンが得られた。図 2(a)に c 面サファイア上、図 2(b)

に a面サファイア上に、1200 oCで成長したグラフェンの表面 AFM 像を示す。c面サファイアの表面に

は多数の突起が観察され、表面が荒れていることがわかる。この原因としては、炭素原料とサファイア

基板表面が反応し、酸素原子が脱離し、エッチングされたためと考えられる。一方、a 面サファイアの

場合は図 2（b）に示す様に、平坦な表面を持ち突起は観察されなかった。このことから、a 面サファイ

アは c 面サファイアに比べて、炭素原料に対する耐久性が高く、1300 oCの高温においても、結晶性の

良いグラフェンを成長させることができたものと考えられる。 
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図 1 Raman測定 D/G比の 

成長温度依存性 

図 2 (a) c面サファイアおよび (b) a面サファイア上の CVD 直

接成長後のグラフェンの表面 AFM 像 
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